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Sposéb wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjnosci do

uktadéw mikroelektronicznych

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania
bezuzwojeniowej indukcyjnosci do uktadéw
mikroelektronicznych.

Dotychczas z  ksigzki  A. Chochowski ,Podstawy
elektrotechniki i elektroniki dla elektrykéw — czes¢ 27,
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spétka Akcyjna,
Warszawa 2003, Wydanie drugie 2009, s. 11, znane sg
cienkowarstwowe elementy indukcyjne o uzwojeniu ptaskim
w ksztatcie spirali lub spiralnego meandra prostokatnego, za$
z polskiego opisu patentowego nr 69 138 znane sg
cienkowarstwowe elementy indukcyjne o uzwojeniu ptaskim
w ksztalcie spirali, w ktérych magnetowdd stanowi cienka
warstwa ferromagnetyczna lezaca w plaszczyznie réwnolegtej
do ptaszczyzny cewki. Stosowane s3 jedynie cewki tego typu
na podiozu dielektrycznym lub magnetycznym w postaci
jednolitej w ptaszczyznie warstwy.

W  powyzszych rozwigzaniach uzyskiwana jest mata
wartos¢ indukcyjno$ci z jednostki powierzchni, element
indukeyjny w uktadzie mikroelektronicznym zajmuje duza
powierzchnig, co powoduje obnizenie stopnia integracji, oraz
wystepowanie Znacznego strumienia rozproszenia

charakterystycznego dla ptaskiego uzwojenia spiralnego.
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W polskim opisie patentowym nr 216971 przedstawiono
sposob wytwarzania bezuzwojeniowych indukcyjnosci  do
uktadow mikroelektronicznych polegajacy na naniesieniu przy
uzyciu rozpylania magnetronowego warstwy ferromagnetyczne;
o sktadzie (Cop asFe0.452r0,10)0,38(Al203)062 Na ptytke podtozowsg
z krzemu przy temperaturze pokojowej w atmosferze argonu
itlenu w zakresie ci$nien argonu od 10?Pa do 10" Pa,
korzystnie 5,19-10% Pa i tlenu od 102 Pa do 10™ Pa, korzystnie
4,41-10% Pa, a nastepnie  wykonaniu  wygrzewania
stabilizujacego w temperaturze 575°C, w czasie 10 — 30 minut,
korzystnie 15 minut.

W  polskim zgtoszeniu patentowym nr P. 399392
przedstawiono  sposéb  wytwarzania bezuzwojeniowych
indukeyjnoéci do uktadéw scalonych polegajacy na naniesieniu
przy uzyciu rozpylania jonowego warstwy materialu o sktadzie
(FeCoZr)o 25[Pbo 81Sr0,04(Nag 5Bio 5)o,15(Zr0 575 Tio 425) 3]0 72 na
plytke podiozowg z krzemu w czasie od 130 do 140 minut,
w atmosferze argonu i tlenu w zakresie ciénien argonu od
10 Pa do 107 Pa, i tlenu od 10° Pa do 102 Pa.

Istotg sposobu wytwarzania bezuzwojeniowe;j
indukcyjnosci do uktadow mikroelektronicznych, na plytce
podtozowej z krzemu, poddang wczeéniej wszystkim operacjom
technologicznym  wymaganym do  wykonania  uktadu
mikroelektronicznego jest to, ze wykonuje sie naniesienie

rozpylaniem jonowym warstwy materialu o skfadzie
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(FeCoZr)ss7(CaF,)s4 3 W atmosferze argonu w zakresie cisnien
od 10% Pado 107 Pa.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze nie stosuje sie
wygrzewania.  Wynalazek pozwala na  wytwarzanie
bezuzwojeniowej indukcyjnosci o indukcji 20 uH/um?.
W konsekwencji pozwala to na zmniejszenie powierzchni
struktury  potprzewodnikowej przy zwiekszeniu stopnia
integraciji.

Sposob wedtug wynalazku zostat objasniony w przyktadzie
wykonania na rysunku, na ktorym fig.1 przedstawia przekroj
poprzeczny ptytki podiozowej z wytworzonym obszarem
bezuzwojeniowej indukcyjnosci, fig.2 — zalezno$¢ kata
przesuniecia fazowego, wyrazony w stopniach, w wytworzone;
bezuzwojeniowe] indukeyjnosci w funkcji czestotliwosci napigcia
pomiarowego.

Warstwa 1 naparowana przy uzyciu rozpylania 6 jonowego
na warstwie 2 izolacyjnej z dwutlenku lub azotku krzemu na
ptytce 3 podtozowe] z krzemu poddanej wczesniej wszystkim
operacjom technologicznym wymaganym do wykonania uktadu
mikroelektronicznego i z warstwami 4 metalizacji oraz maskg 5
do fotolitografii wykonany jest sposobem wedtug wynalazku.

Przykfad. Ptytke 3 podiozowg z krzemu o rezystywnoSci
10 Q-cm pokrytg warstwg 2 izolacyjng z dwutlenku krzemu
o grubosci 0,5 um poddano nanoszeniu rozpylaniem 6 jonowym

materiatem (FeCoZr)ss7(CaFz)sa3 W atmosferze argonu
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o cisnieniu 1,1-10" Pa przez otwér w masce 5 do fotolitografii
do wuzyskania grubosci 1um. Tak dobrane parametry
nanoszenia pozwalajga na  wytworzenie obszaru 1
bezuzwojeniowej indukcyjnosci. Na rysunku fig.2 pokazano
zalezno$¢ kata przesuniecia fazowego mierzonego w stopniach
od czéstot!iwoéci f, ktory wykazuje, ze przy czestotliwosciach
powyzej 9 kHz wystepuje kat przesuniecia fazowego +90°
charakferystyczny dla indukcyjnosci.

Uzyskano bezuzwojeniowg indukcyjnosé o indukcji
wzglednej 20 pH/um?® i rezystywnoéci 10° Q:'m w zakresie

czestotliwosci powyzej 9 kHz.
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